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Abstract 

This work explored a novel way to synthesize silicon carbide (SiC). Carbon 

ions at tens of keV were first implanted in single crystalline silicon wafers at elevated 

temperature, followed by irradiation using heavy xenon ion beams at high energy of 4 

MeV with fluences of 5 × 1013 and 1 × 1014 ions/cm2 at elevated temperatures to play 

a role of annealing as an alternative of high-temperature thermal annealing. X-ray 

diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy were used to characterize 

formation of SiC. Rutherford backscattering spectrometry was used to analyze 

changes in the carbon depth profiles. Photoluminescence experiment was operated. 

The results showed that high-energy heavy ion beam annealing could indeed induce 

crystallization of SiC, mainly depending on the single ion energy but not on the 

deposited areal density of the ion beam energy (the product of the ion energy and the 

fluence). The ion beam synthesized SiC enhanced photoluminescence.  

 

 



vi 
 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ  การเปลงแสงของผลึกขนาดนาโนของซิลิคอนคารไบดท่ี 

    สังเคราะหโดยลําไอออน 

ผูเขียน    นางสาวเจจิรา คําสุวรรณ   

ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วสัดุศาสตร) 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

    รศ. ดร. ยู เหลียงเต้ิง   ประธานกรรมการ 

    รศ. ดร. สมศร สิงขรัตน   กรรมการ 

    รศ. ดร. พิศิษฐ สิงหใจ   กรรมการ 

 

บทคดัยอ 

งานวิจยันี้ไดทําการศึกษาการสังเคราะหซิลิคอนคารไบดดวยแนวทางใหม โดยคารบอน
ไอออนท่ีมีพลังงานในระดับตํ่ากวา 10 keV ไดถูกฝงลงไปบนแผนซิลิคอนท่ีอุณหภมิูสูง และตาม
ดวยการทําแอนนีลท่ีอุณหภมิูสูงดวยไอออนของซีนอนซ่ึงมีมวลหนกัพลังงาน 4 MeV ดวยจํานวน
โดส 5 × 1013 และ 1 × 1014  ไอออน ตอ ตารางเซนติเมตร อินฟราเรดและรามานสเปกโตรสโครป 
ไดถูกนํามาใชตรวจสอบการเกิดของซิลิคอนคารไบด โดยอนุมานจากแถบการดูดกลืนของ Si-C 
คุณภาพของผลึกซิลิคอนคารไบดตรวจวัดโดยใชการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ  และการกระจายตัว
ของคารบอนในซิลิคอน ตรวจสอบไดจาก Rutherford backscattering เทคนิค สมบัติการเปลงแสง
ของผลึกซิลิคอนคารไบดท่ีสรางข้ึน วิเคราะหไดจากการทํา Photoluminescence จากผลการศึกษา
พบวา ไอออนมวลหนักท่ีพลังงานสูงสามารถเหน่ียวนาํใหเกิดผลึกซิลิคอนคารไบดได และพบการ
เปลงแสงของผลึกซิลิคอนคารไบดท่ีไดจากการสังเคราะห 


